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      CONFIGURAZIONI GEOMETRICHE EMETTITORE-BASE 

      Configurazioni interdigitate

      La tecnica fotolitografica permette di realizzare aree di emettitore e di base di qualsiasi forma e dimensione. La geometria di queste zone viene scelta in base ai parametri che si vogliono ottimizzare.

     Le forme circolare ed anulare rispettivamente per l'emettitore e per la base sono state introdotte per ottenere un basso rumore, un elevato guadagno di corrente con bassi valori di corrente di collettore e bassi di corrente di dispersione alle diverse applicazioni.

      La forma concentrica dei transistori planari epitassiali viene impiegata per i tipi che lavorano lino a potenze dell'ordine di 0,5 W o poco più.

      La tecnica planare permette infatti di variare liberamente la forma delle regioni diffuse in modo da adeguare le prestazioni dei dispositivi alle diverse applicazioni. 

      Riportiamo alcune geometrie presentate dalla National Semiconductor relative a diversi tipi di transistori di piccolo segnale. Ogni configurazione è contrassegnata con il numero di processo che identifica i tipi di transistori realizzati con esso. Le dimensioni tra parentesi sono in millimetri. Il processo 20 è completato con un drogaggio supplementare in oro per diminuire i tempi di commutazione (gold Killing ).
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Process 02 NPN Small Signal

DESCRIPTION

Process 02 is a non-overlay double diffused, silicon
device,

APPLICATION

An economical device, good for all-around applica-
tions from DC to low radio frequencies. Ideal for
use in audio, radio and television applications.

PRINCIPAL DEVICE TYPES

TO-92: MPS-A20
MPS-6573-6

Process 04 NPN Small Signal

DESCRIPTION

Process 04 is a non-overlay double diffused silicon
epitaxial device. Complement to Process 71.

APPLICATION

This device was designed for low noise, high gain
general purpose amplifier application. From 1 wA
to 100 mA collector current.

PRINCIPAL DEVICE TYPES
TO-18 ‘ BC107 Series

TO-92 {ECB) 2N2923 Series
TO-92 (EBC) MPS2923 Series



Fig.22  -  Configurazioni delle geometrie emettitore base  della  National Semiconductor
Fig.22  -  Configurazioni delle geometrie emettitore base  della  National Semiconductor
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Process 07 NPN Small Signal

DESCRIPTION

Process 07 a nonoverlay, double diffused, silicon
epitaxial device, Complement to Process 62.

APPLICATION

This device was designed for low noise, high gain
generat purpose amplifier applications. From 1 uA,
to 25 mA collector current,

PRINCIPAL DEVICE TYPES

J0-18 2N930
T0-92 2N5088 (EBC), 2N3392 (ECB)

Process 20 NPN Medium Power

DESCRIPTION

Process 20 is nonoverlay double diffused, gold
doped, silicon epitaxial device. Complement to
Process 63.

APPLICATION

These devices were designed for use as medium
power amplifiers and switches requiring collector
currents of 0.1 to 500 mA,

PRINCIPAL DEVICE TYPES

TO-5 2N2218A
TO-18 2N2222A
TO92 MPS3642
TO-105 2N3643
TO-106 2N4141

Process 08 NPN High Voltage

DESCRIPTION

Complements Process 73.

APPLICATION

This device was designed as a general purpose
ampflifier and switch for applications requiring
high line voltages.

PRINCIPAL DEVICE TYPES

TO-39 2N3501



Fig. 22  -  Configurazioni delle geometrie emettitore base della National Semiconductor

Le dimensioni tra parentesi sono in millimetri , le altre in pollici ( inches ) . In alcuni casi

Viene  fatto  riferimento ad  un  processo  complementare  che  realizza lo stesso  BJT  in

                                         Configurazione PNP  
      Al fine di aumentare ulteriormente la corrente disponibile e la massima frequenza di lavoro, sono state adottate, per le regioni diffuse, le geometrie interdigitate, due delle quali sono indicate in fig. 23.
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Fig. 23  - Strutture interdigitate di transistori planari epitassiali

      La tecnica planare permette infatti di variare liberamente la forma delle regioni diffuse in modo da adeguare le prestazioni dei dispositivi alle diverse applicazioni.                                                                                                  

      Le geometrie interdigitate permettono di ottenere un aumento del rapporto fra la lunghezza periferica e l'area dell'emettitore che consente di migliorare le caratteristiche del transistore per elevate correnti, mantenendo bassa la resistenza della regione di base con conseguente alto valore della massima frequenza di lavoro.

      Infatti è stato rilevato che la corrente di emettitore è proporzionale al perimetro dell'emettitore e la massima frequenza di lavoro del transistore è inversamente proporzionale all'area dell'emettitore. 
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      La configurazione geometrica del processo 46 della National Semiconductor (fig. 24) molto simile a quella di fig. 23a, rappresenta la tipica geometria dei transistori per alta frequenza del tipo BF194 o BF494, BF195 o BF495.

Fig. 24 -  Configurazione geometrica realizzata con il processo 46 dalla  National Semiconductor
                                  Le dimensioni tra parentesi sono in mm .

      L'emettitore a forma di U è circondato dal contatto di base a forma di E: l'emettitore e la base trovandosi per un lungo tratto l'uno accanto all'altro, permettono di realizzare una resistenza interna di base di valore molto basso. Per aumentare ulteriormente il rapporto lunghezza periferica/area, le dimensioni dell'emettitore vengono ridotte e per ottenere le desiderate correnti si costruiscono transistori di tipo speciale detti overlay ad emettitori multipli, che hanno cioè, più emettitori connessi in parallelo.

      Le zone di base e di collettore rimangono invece compatte. Le capacità di uscita e d'ingresso sono più basse. Le strutture overlay interessano più diffusamente i transistori di potenza.
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      Un'altra configurazione planare epitassiale è quella cosiddetta stella o a fiocco di neve (snowflake).

      In fig. 25 è mostrata una microfotografia della geometria, insieme alla sezione del transistore NPN al silicio planare epitassiale a stella della Motorola. Anche per questo tipo di geometria si ottiene un elevato rapporto perimetro-area.

      In fig. 26 è rappresentata la microfotografia dei transistori planari epitassiali snowflake.

